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Effects of NH3/H2 ratio on the polycrystal formation during GaN growth using OVPE method 
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【はじめに】Ga 源として Ga2O を用いる OVPE 法では、固体の副生成物が生成しないため、原

理的に長時間の育成が可能である[1]。しかし現状、長時間成長の過程で GaN 基板表面に多結晶が

発生するために、成長速度や結晶性が悪化する問題がある。そこで、本研究では NH3と H2の流量

比が多結晶形成に与える影響について調査した。 

【実験と結果】種基板として HVPE 製 GaN 基板((0002)GaN XRC 半値幅 45~70 arcsec)を用い、  

OVPE 法による育成を行った。反応炉内の温度は原料部、育成部で各々1100
O
C, 1200

O
C とし、NH3

と H2の流量、及び育成時間を変えて多結晶形成に対する影響を調査した。成長膜厚及び表面モル

フォロジーを断面SEM像及び鳥瞰SEM像、結晶性をGaN(0002)XRC半値幅でそれぞれ評価した。    

図 1 に 5 時間育成した結晶の鳥瞰 SEM 像を示す。NH3/H2比が高い(a)では基板上に多結晶が見ら

れたが、NH3/H2 比の高い(b)では多結晶の堆積は確認されなかった。図 2，3 はそれぞれ育成時間

と成長膜厚及び XRC 半値幅の関係を表したグラフである。NH3/H2 : 0.65 の条件では育成時間を伸

ばすと成長速度が低下していくのに対し、NH3/H2 : 0.11 の条件ではほぼ線形に膜厚が増加してい

る。また、NH3/H2 : 0.65 の条件では育成時間を伸ばすと結晶性が悪化しているのに対し、NH3/H2 : 

0.11 の条件では育成時間を伸ばしても種基板と同等の低い半値幅を維持していることがわかる。 

以上のことから、OVPE 法において NH3/H2比が低い条件の方が多結晶抑制に効果があり、結晶

性を維持したままさらなる長時間の成長が期待できる。 
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図 1 育成後の結晶の鳥瞰 SEM 像 

(a)NH3/H2 : 0.65 (b)NH3/H2 : 0.11 

図 2 各 NH3/H2比における 

育成時間と成長膜厚の関係 

 

図 3 各 NH3/H2比における 

育成時間とXRC半値幅の関係 
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